


































)C面ファセットの中心付近の AFM像を示す。(a)が試料 A、(b)が試料 B、
(c)が試料 Cの AFM像である。3つの試料共に、渦巻成長中心が観測されている。AFMの断面プロファ
イルより、試料 A、Bは half unit-cell step（ステップ高さ：0.5 nm）が渦巻ステップを構成しているこ



















と結論付けた。 図 1． 4H-SiC単結晶(0001
_
)C面ファセット中心付近の AFM像
（5 μm角）(a)試料 A、(b)試料 B、(c)試料 C 
